1. Reketinis plataus spektro spinduliuotės jutiklis, kurio aktyviajame spinduliuotę sugeriančiame sluoksnyje yra suformuotas asimetrinis elektrinis potencialas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinio aktyviojo sluoksnio vienetinis elektrinio potencialo periodas yra kuriamas heterosandūriniame varizoniniame darinyje tarp dviejų elektroninio laidumo (n-tipo) puslaidininkių 1 ir 2, pasižyminčių skirtingu draudžiamosios energijos tarpu, atitinkamai, siauru Eg1 ir platesniu kintančiu Eg2, o potencialo gradientas formuojamas platesniojo draudžiamosios energijos tarpo puslaidininkio 2 sluoksnyje palaipsniui keičiant Eg2 dydį nuo maksimalios jo vertės Eg2max iki minimalios Eg2min = Eg1 vertės, tokiu būdu gaunant puslaidininkinį darinį, kurio laidumo juostos dugno lygis vertikalioje energijų skalėje nuo žemiausios padėties, atitinkančios 1 puslaidininkį, staigiai pakyla iki aukščiausios padėties, atitinkančios Eg2max vertę 2 puslaidininkyje, ir palaipsniui leidžiasi 2 puslaidininkyje iki žemiausios padėties tol, kol Eg2 tampa lygus Eg1, o periodo plotis yra didesnis už elektronų difuzijos nuotolį.

2. Jutiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 1 punkte aprašytas vienetinis asimetrinis elektrinis potencialas yra nuosekliai periodiškai formuojamas numatytą skaičių kartų, reikalingą dideliam jutiklio jautriui gauti.

3. Jutiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinio aktyviojo sluoksnio vienetinis elektrinio potencialo periodas yra kuriamas heterosandūriniame varizoniniame darinyje tarp dviejų skylinio laidumo (p-tipo) puslaidininkių 1 ir 2, pasižyminčių skirtingu draudžiamosios energijos tarpu, atitinkamai, siauru Eg1 ir platesniu kintančiu Eg2, o potencialo gradientas formuojamas platesniojo draudžiamosios energijos tarpo puslaidininkio 2 sluoksnyje palaipsniui keičiant Eg2 dydį nuo maksimalios jo vertės Eg2max iki minimalios Eg2min = Eg1 vertės, tokiu būdu gaunant puslaidininkinį darinį, kurio valentinės juostos viršaus lygis vertikalioje energijų skalėje nuo aukščiausios padėties, atitinkančios 1 puslaidininkį, staigiai leidžiasi iki žemiausios padėties, atitinkančios Eg2max vertę 2 puslaidininkyje, ir palaipsniui kyla 2 puslaidininkyje iki aukščiausios padėties tol, kol Eg2 tampa lygus Eg1, o periodo plotis yra didesnis už skylių difuzijos nuotolį.

4. Jutiklis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 3 punkte aprašytas vienetinis asimetrinis elektrinis potencialas yra nuosekliai periodiškai formuojamas numatytą skaičių kartų, reikalingą dideliam jutiklio jautriui gauti.

5. Jutiklis pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkis 1 yra GaAs, puslaidininkis 2 yra AlxGa1-xAs, o elektrinio potencialo gradientas sukuriamas periodiškai 200 nm atstumu keičiant AlAs molinės dalies kiekį nuo x = 0,3 iki x = 0.
